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1．背景と研究目的 

14 族元素ポストグラフェンの１つとして知られているゲルマネンは、Au(111)、Ag(111)、Al(111)などの

金属基板上に真空蒸着法や偏析法を用いて創製されてきた[1-3]。本研究では、Al(111)表面上のゲルマネ

ンが表面偏析法により創製されるかどうかを明らかにし、その構造を明らかにすることである。  

 

2．実験内容 

試料は、Ge(111)基板上に厚さ約 100 nm の金属アルミニウムを蒸着した試料を用いた。実験は、超高真

空チャンバー内にて Al 薄膜表面の平坦化及び Ge の偏析のためにスパッタとアニールを行い、表面偏

析したゲルマニウムにてゲルマネンを作製した。  

 

3．結果および考察 

図１(a)に示す広域 STM 像により、Al 薄膜表

面は平坦であり、大きなテラスが形成されて

いることがわかる。これらテラスにおける原

子スケール STM 像において輝点が規則的に

並んでいることがわかる（図１(b)）。Al(111)表

面に対して３倍の超周期構造であることから

も、蒸着法と同様なゲルマネンが偏析法にお

いても形成された。このときの Ge 3d および

Al 2p の内核光電子分光スペクトルを図１(c)-

(d)に示す。ゲルマニウムは４成分あり、主要

な３つの成分は Stephan らの結果とおおよそ

一致した。偏析法では、高結合側の成分（紫色）

が新たに観察された。アルミニウムは２成分

であることが判明した。これは、ゲルマネンと

接する Al 表面第１層の成分と Al バルクの成

分である。 
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図１ Al(111)表面上に偏析したゲルマネン (a)-

(b) 広域および原子スケール STM 像 (c)-(d) Ge 

3d および Al 2p の内核光電子分光スペクトル 


